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1 半导体器件基本方程

1、单选题：空间任意点的电场强度的散度正比于该点的（ ）。
选项：
A、电荷密度
B、电流密度
C、正电荷密度
D、负电荷密度
参考：【电荷密度】

2、多选题：输运方程由电子电流密度和空穴电流密度构成，当载流子的迁移率和扩散系数确定以后，
漂移电流取决于（ ）。
选项：
A、载流子浓度
B、电场强度
C、载流子浓度梯度
D、电荷密度
参考：【载流子浓度#电场强度】

2.1.1 PN结的基本知识

1、多选题：P型区和N型区的交界面称为（ ）。
选项：
A、冶金结面
B、表面
C、结面
D、界面
参考：【冶金结面#结面】

2.1.2 突变结空间电荷区和内建电势

1、单选题：p型空间电荷区由（ ）构成。
选项：
A、电子
B、空穴
C、带正电的电离施主杂质
D、带负电的电离受主杂质
参考：【带负电的电离受主杂质】

2、多选题：PN结的内建电势与（ ）有关。
选项：
A、温度
B、掺杂浓度
C、材料种类



D、外加电压
参考：【温度#掺杂浓度#材料种类】

2.2.1突变结的电荷区的电场分布和宽度

1、单选题：采用耗尽近似，P型耗尽区内的( )完全扩散掉。
选项：
A、电子
B、空穴
C、载流子
D、带负电的电离受主杂质
参考：【载流子】

2、单选题：采用耗尽近似，N型耗尽区内的泊松方程与（ ）成正比。
选项：
A、施主杂质浓度
B、受主杂质浓度
C、电子浓度
D、空穴浓度
参考：【施主杂质浓度】

2.2.2 单边突变结的电荷区的电场分布和宽度

1、多选题：单边突变结的（ ）主要取决于低掺杂一侧的杂质浓度。
选项：
A、内建电势
B、耗尽区宽度
C、最大电场
D、势垒高度
参考：【耗尽区宽度#最大电场】

2.3.1 平衡状态下PN结的能带图

1、判断题：处于平衡态的PN结，其费米能级EF处处相等。
选项：
A、正确
B、错误
参考：【正确】

2、判断题：由PN结能带图可见，电子从N区到P区，需要克服一个高度为的势垒。
选项：
A、正确
B、错误
参考：【错误】

2.3.2 平衡PN结的空间电荷区载流子分布



1、单选题：在近似条件下，平衡态的公式可以推广到非平衡态。其推广过程是将用（ ）代替。
选项：
A、
B、
C、
D、
参考：【】

2.4.1 平衡时载流子运动

1、单选题：在平衡状态下，电子的电流密度（ ）。
选项：
A、等于0
B、大于0
C、小于0
D、大于等于0
参考：【等于0】

2.4.2 外加正向偏压下载流子运动

1、判断题：PN结正偏时，势垒高度降低。这就意味着n型侧中性区和p型侧中性区有更多的多子可以通
过漂移运动越过势垒。
选项：
A、正确
B、错误
参考：【错误】

2.4.3 外加反向偏压下载流子运动

1、单选题：反偏电流的电荷来源是（ ），所以反向电流很小。
选项：
A、多子
B、少子
C、电子
D、空穴
参考：【少子】

2.5.1 理想PN结直流电流电压特性的求解思路

1、单选题：不考虑势垒区的产生-复合电流，和在势垒区为常数，这样总的电流密度等于，这样求解电
流密度方程就只需在（ ）区进行。
选项：
A、耗尽
B、中性
C、势垒



D、空间电荷
参考：【中性】

2.5.2 外加偏压下少子浓度分布

1、判断题：在正偏时，从P区注入N区的非平衡空穴，其浓度在N区中随距离作指数式衰减。这是因为
非平衡空穴在N区中一边扩散一边复合的缘故。
选项：
A、正确
B、错误
参考：【正确】

2、判断题：正偏PN结中，耗尽区边界的少子小于平衡态少子。
选项：
A、正确
B、错误
参考：【错误】

2.5.3 扩散电流

1、判断题：反向饱和电流的大小主要决定于半导体材料的种类、掺杂浓度和温度。半导体材料的禁带
宽度越大，则ni越大，反向饱和电流就越大。
选项：
A、正确
B、错误
参考：【错误】

2.6.1 势垒区复合产生电流

1、单选题：反向偏置情况下，除空穴扩散电流和电子扩散电流外，还有（ ）。
选项：
A、势垒区的产生电流
B、势垒区的复合电流
C、产生电流
D、复合电流
参考：【势垒区的产生电流】

2、判断题：正向偏置增加了耗尽层内的载流子浓度且高于其热平衡值，这导致了该区域内载流子出现
复合占优。
选项：
A、正确
B、错误
参考：【正确】

2.6.2 势垒区复合产生电流的计算



1、单选题：当以正向扩散电流为主时，PN结的IV特性在系统中的斜率为（ ）。
选项：
A、
B、
C、
D、
参考：【】

2.7.1 准费米能级

1、单选题：在非平衡时，电子浓度可以用电子的准费米能级EFn来表示，则表达式为
选项：
A、n=niexp((EF-Ei)/kT)
B、n=niexp((Ei-EF)/kT)
C、n=niexp((EFn-Ei)/kT)
D、n=niexp((Ei-EFn)/kT)
参考：【n=niexp((EFn-Ei)/kT)】

2.7.2 非平衡态PN结能带图

1、单选题：外加正向偏压为V时，势垒区中EFn比EFp高（ ）。
选项：
A、V
B、Vbi-V
C、q（Vbi-V）
D、qV
参考：【qV】

2.8.1 大注入下的结定律

1、判断题：所谓小注入条件，是指注入某区边界附近的非平衡少子浓度远小于该区的平衡少子浓度，
大注入条件是指注入某区边界附近的非平衡少子浓度远大于该区的平衡少子浓度。
选项：
A、正确
B、错误
参考：【错误】

2.8.2 大注入下的自建电场

1、判断题：当PN结发生大注入时，将产生自建电场，该电场的作用是阻止多子流动，使多子（产生和
扩散运动大小相等方向相反的漂移运动，那么这个电场必定使少子产生和扩散运动大小相等方向相同的
漂移运动。这相当于使少子的扩散系数D增大了一倍。这个现象称为韦伯斯脱（Webster）效应。
选项：
A、正确
B、错误
参考：【正确】



2.9.1 碰撞电离率和雪崩倍增因子

1、单选题：当载流子积累的能量超过禁带宽度时可使被碰撞的价带电子跃迁到导带，从而产生一对新
的电子空穴对，这就是碰撞电离过程，其主要发生在反偏 PN 结的（ ）中。
选项：
A、中性区
B、欧姆电极
C、耗尽区
D、扩散区
参考：【耗尽区】

2.9.2 雪崩击穿电压的计算及其影响因素

1、单选题：随着PN结反向电压的增加，载流子在势垒区积累的能量增加，会发生雪崩倍增效应，当（
）时，雪崩倍增因子趋于无穷大，发生雪崩击穿。
选项：
A、碰撞电离率小于1
B、碰撞电离率等于1
C、碰撞电离率积分等于1
D、碰撞电离率积分小于1
参考：【碰撞电离率积分等于1】

2.9.3 隧道效应与齐纳击穿

1、判断题：一般说来，当势垒区较宽时，即杂质浓度或杂质浓度梯度较小时，容易发生齐纳击穿。反
之，则容易发生雪崩击穿。
选项：
A、正确
B、错误
参考：【错误】

2.10 PN结的势垒电容

1、单选题：对突变PN结，反向电压很大时，可以略去，这时势垒电容与（ ）成反比。
选项：
A、
B、
C、
D、
参考：【】

2.11 PN结的扩散电容

1、判断题：PN结的扩散电容来源于中性区非平衡载流子电荷随外加电压的变化。
选项：
A、正确
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